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(54) Bezeichnung: LEITFAHIGES DICHTUNGSMATERIAL UND DICHTUNGSPROFIL 

(57) Abstract 

The invention concerns a conductive seal- 
ing material (I3/a), in particular for producing a 
profiled sealing member in situ, with a crosslink- 
able silicone and metal and/or inorganic fillers, 
comprising a portion of more than 1 mass % of 
long-chain siloxane which does not crosslink or 
crosslinks only slightly. 

157) Zusammenfassung 

Leitfthiges Dichtungsmaterial (13/a), ins- 
besondere zur An-Ort-und-Stelle-Herstellung cines 
Dichtungsprofils, mit einem vemetzbaren Silicon 
und einem metallischen und/oder einem anorgan- 
ischen Fullstoff, aufweisend einen Anteil von mehr 
als I Masse-% langkettigem, nicht oder schwach 
vemetzendem Siloxan. 
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Baschrg ibung 

Die Erfindung betrifft ein leitfahiges Dichtungsmaterial 
gemaft dem Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie ein aus diesem 
Material gefertigtes Dichtungsprof il . 

Elektrisch leitfahige Dichtungsmaterialien auf Silicon- 
5 Basis mit leitfahiger Fullung zur Herstellung von Gehause- 
dichtungen mit elektromagnetischer Abschirmwir kung an Ort 
und Stelle ( "mold-in-place" ) sind seit langem bekannt und 
spatestens mit dem millionenf achen hlinsatz von Mobiltelefo- 
nen ein Massenprodukt geworden. 

10 Sie wurden fruher insbesondere zum verklebenden Abdichten 
der Einzelteile von Abschirmgehausen oder zum Aufkleben 
vorgef ertiger Abschirmdichtungen wahrend der Gehausemontage 
eingesetzt und in ihren Eigenschaf ten entsprechend einge- 
stellt. Zur Art und Weise der Herstellung solcher Dichtun- 

15 gen und zu entsprechenden Produkten wird auf den friihen 
Firmenprospekt 8565/0 "Conductive Materials and Products" 
(1970) oder das Datenblatt CS-723 "Conductive Caulking 
Sytems" (1972) der Fa. Tecknit, USA, das Technical Bulletin 
46 "CHO-BOND 1038" (1987) der Fa. Comerics, USA, sowie die 

20 DE-A-39 36 534 und die GB-A-2 115 084 hingewiesen. 

Das Verkleben von Abschirmgehausen bei der Montage hat - 
neben erheblichen f ertigungstechnischen und logistischen 
Nachteilen - den entscheidenden Gebrauchswertnachteil , dafi 
die Gehause sich nach der Montage nur unter Zerstorung der 
25 Dichtung (und Abschirmung) wieder off nen lassen. 

Aus der DE-A-39 34 845 ist eine mehrteilige Abschirmdich- 
tung bekannt, die aus einem elastischen Trager und einer 
hoch leitfahigen Deckschicht besteht und sowohl eine Vor- 
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fertigung von Gehauseteilen mit Dichtung vor der Montage 
als auch ein wiederholtes Offnen des Gehauses nach dem 
erstmaligen VerschlieBen erlaubt. Die Herstellung der Dich- 
tung ist aber aufwendig. 

5 Es hat sich daher in der Massenproduktion das Verfahren 
nach der EP-B-0 629 114 durchgesetzt , bei dem das leitfahi- 
ge Material in einem pastosen Ausgangszustand derart mit- 
tels Druck aus einer Nadel Oder Duse direkt auf ein Gehau- 
seteil aufgebracht wird und sich dort unter Anhaften an 

10 dessen Oberflache elastisch verfestigt, dall sich ein zu- 
gleich leitfahiges und elastisches Abschirmprof il ausbil- 
det, dessen Prof ilgestalt Qber die geeignete Wahl der Quer- 
schnittsform und -gro/ie und Abtastgeschwindigkeit der Nadel 
bzw. Duse sowie durch die Einstellung der Materialeigen- 

15 schaften wie Viskositat, Thixotropie und Erhartungs- bzw. 
Vernetzungsgeschwindigkeit bestimmt wird. Dieses Abschirm- 
profil weist auch bei mehrfachem Offnen und Wiederver- 
schliefien des Gehauses eine gute Bestandigkeit auf. 

Im Zuge des immer weiter voranschreitenden Masseneinsatzes 
20 und der sinkenden Preise von elektronischen Geraten, die 
nur mit hochwirksamer Abschirmung sicher f unktionieren, un- 
terliegt die Herstellung von Abschirmgehausen einem hohen 
Kostendruck, der sich unter anderem im Einsatz kostengun- 
stiger Gehausematerialien und dem Wunsch nach grofieren Fer- 
25 tigungstoleranzen far die Gehauseteile ausdruckt. In diesem 
Umfeld besteht ein verstarkter Bedarf nach in ihren mecha- 
nischen Eigenschaf ten verbesserten, insbesondere relativ 
weichen, hochgradig def ormierbaren Abschirmdichtungen, der 
mit den bekannten Dichtungsmaterialien nicht befriedigt 
30 werden kann. 
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Ein ahnlich motivierter, wenn auch quantitativ geringerer 
Bedarf besteht fur warmeleitende Dichtungen mit verbesser- 
ten mechanischen Eigenschaf ten. 

Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, ein elek- 
5 trisch und/oder thermisch hoch leitfahiges Dichtungsmateri- 
al anzugeben, das die Herstellung eines Dichtungsprof ils 
vom "mold-in-place"-Typ mit verbesserten und in einem brei- 
ten Wertebereich leicht einstellbaren mechanischen Eigen- 
schaften, insbesondere sehr gutem Haftvermogen und wahlwei- 
10 se geringer Harte bzw. hoher Def ormierbar kei t , erlaubt. 

Die Aufgabe wird im Hinblick auf ein Dichtungsmaterial ge- 
maB dem Oberbegriff des Anspruchs 1 durch die im kennzeich- 
nenden Teil dieses Anspruchs angegebenen Merkmale und im 
Hinblick auf das Dichtungsprof il durch die Merkmale der An- 
15 spriiche 7 bzw. 9 gelost. 

Die Erfindung schlielit - was den Materialaspekt angeht - 
den grundlegenden Gedanken ein, einem hochgradig metallisch 
gefullten vernetzbaren, durch die Vernetzung aushartenden 
Silikonkautschuk unter Bildung eines gelartigen bis flussi- 

20 gen Zustandes ein langkettiges, nichtvernet zendes Siloxan 
beizumischen. Das aus dieser Mischung gebildete elektrisch 
und/oder thermisch leitfahige Dichtungsprof il zeichnet sich 
durch hohe Haf tf estigkeit auf der Unterlage sowie eine auf 
geringe Werte einstellbare Shore A-Harte und hohen mogli- 

25 chen Def ormat ionsgrad aus. 

Der Anteil des langkettigen, nicht oder allenfalls schwach 
vernetzenden Siloxans (Siliconols) an der Gesamtmischung - 
einschliefilich metallischer und/oder anorganischer Fullung 
- betragt mindestens 1 Masse-%. Bei kleineren Anteilen an- 
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dern sich die mechanischen Eigenschaf ten gegenuber einer 
reinen Siliconkautschuk-Basis nicht wesentlich. 

Bei einem Anteil von mehr als 3 Masse-% des nicht- 
vernetzenden Siloxans nimmt das pastose Material zunehmend 
5 gelartige Konsistenz an, die eine hochproduktive und hoch- 
qualitative f ormgeberf reie Bildung eines f ormbestandigen 
Dichtungsprofils durch Extrudieren aus einer Nadel oder Du- 
se erlaubt, die direkt uber eine zu dichtende Flache ge- 
fuhrt wird. Relativ weiche und dennoch mechanisch ausrei- 

10 chend bestandige EMI-Abschirmprof ile wurden mit hochgradig 
(zu uber 50 Masse-%) metallpulvergef ullten Materialien ex- 
trudiert, die neben ca. 15 - 20 Masse-% vernetzbaren Sili- 
conanteilen (handelsiiblichen Ein- oder Zweikomponentenmi- 
schungen) etwa 5 Masse-% dif unktionelles nicht-vernetzendes 

15 Siloxan, beispielsweise (Poly-) Dimethylsiloxan mit Methyl- 
oder Hydroxylendgruppen, mit einer Viskositat im Bereich 
zwischen 10 und 10 3 mPa.s enthalten. 

Die Beimischung des als solchen nicht-vernetzenden langer- 
kettigen Siloxans ergibt fiir das Material nach Aushartung 

20 der vernetzbaren Siliconkomponente (durch Luf tf euchtigkeit , 
Warme oder Strahlung) eine weitmaschig vernetzte Struktur 
mit einer gewissen Plastizitat, deren Grad uber das Mi- 
schungsverh^ltnis vorbestimmt werden kann. Zur Bildung 
hochgradig plastischer Dichtungen fur spezielle Anwendun- 

25 gen, wo nur geringe Anf orderungen hinsichtlich der Formbe- 
standigkeit bestehen, kann der Anteil der nicht-ver- 
netzenden Komponente bis zu einem Vielfachen des Anteils 
der vernetzbaren Komponente erhoht sein. 

Die wahlweise zusStzliche Zugabe eines organischen LGsungs- 
30 mittels dient zum einen der Opimierung der Verarbeitungsei- 
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genschaften des Materials und kann zum anderen die Ge- 
brauchseigenschaf ten der fertigen Profils positiv beein- 
flussen. Sie bewirkt gewissermaften ein "Auf schwemmen" der 
Matrixmaterials, erleichtert insbesondere das Mischen der 
5 Komponenten und verbessert die Benetzung. Gute Ergebnisse 
wurden diesbezugl ich mit Anteilen zwischen 5 und 20 Masse-% 
Benzin und/oder Toluol erzielt. 

Der LosungsmittelanteiJ kann fur spezielle Anwendungen - 
etwa fur durch Aufrakeln, AufsprUhen oder Tauchen auf bzw. 
10 von Gehausekanten erzeugte "mold-in-place H ~Dichtungen - in- 
des auch erheblich hoher liegen und bis zu einem Mehrfachen 
des Anteils der Basis- bzw. Matrix-Mischung betragen. 

In einer fur bestimmte Anwendungen vorteilhaf ten Fortbil- 
dung kann des weiteren ein Siliconharz-Anteil im Dichtungs- 
15 material vorgesehen sein, bevorzugt ein Anteil von uber 3 
Masse-% einer Losung einer handelsiiblichen warm- oder 
strahlungshartenden Harzkomponente . 

Dichtungsmaterial mit hoher elektrischer Leit f Shigkei t zur 
Herstellung von EMJ-Abschirmungen ist insbesondere mit ei- 

20 nem hohen Anteil von Silberpulver oder einem versilberten 
Pulver eines anderen Metalls (Nickel, Kupfer o.a.) gefullt. 
Der Metallgehalt liegt typischerweise bei uber 25 Masse-%, 
zur kostengUnstiger Erzielung hoher Abschirmwirkungen bei 
Mobiltelef onen o.a. sogar weit uber 50 Masse-%, bezogen auf 

25 die Masse der Silicon-Siliconol-Metall-Mischung . 

Materialien zum Einsatz fur hochgradig warmeleitende Dich- 
tungen konnen neben Metallpulver - insbesondere dann, wenn 
die Dichtung nicht elektrisch leitfahig sein soil - eine 
Fullung aus pulvrigem Aluminiumoxid, Bornitrid oder einer 
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ahnlichen hoch warmeleitf ahigen anorganischen Verbindung 
aufweisen. Beide Materialarten konnen zusMtzlich Fullstoffe 
zur Feineinstellung der Verarbeitungs- und mechanischen Ei- 
genschaften enthalten, beispielsweise hochdisperses Silici- 
5 umdioxid Oder Silicate. 

Die Harte des ausgeharteten Dichtungsprof ils, gemessen nach 
dem Shore-Verf ahren der Bestimmung der elastischen Ein- 
dringtiefe eine f ederbelasteten Priifstiftes, (Shore A- 
Harte) liegt unterhalb von 90, bevorzugt unterhalb von 50. 

10 Der Deformationsgrad eines fertigen U-formigen Dichtungs- 
profils aus Vollmaterial kann (bezogen auf die Hdhe des un- 
belasteten Profils) 30% oder mehr, fur bestimmte Anwendun- 
gen bevorzugt bis uber 50%, betragen. Durch spezielle Pro- 
f ilquerschnittsgestaltungen, etwa die Wahl eines zugleich 

15 kompressiblen und biegeverf ormbaren Lippenprof ils # sind ef- 
fektiver Deformationsgrad und RUckstellkraf t des Dichtungs- 
profils zusatzlich gezielt beeinf lufibar . 

Durch die genannten materialseitigen und ggfs. zusatzlichen 
geometrischen MaBnahmen lassen sich auch Spalte mit uber 

20 den Langsverlauf erheblich dif f erierender Breite zuverlas- 
sig abschirmend bzw. mit ausreichender Warmeubertragung ab- 
dichten. Dies erlaubt beispielsweise kostengunstig grofiere 
Toleranzen bei der Herstellung der Gehause fur elektroni- 
sche Gerate, bei denen es auf eine hochwirksame elektroma- 

25 gnetische Abschirmung f unktionsentscheidend ankommt. 

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind im ubrigen 
in den Unteranspruchen gekennzeichnet bzw. werden nach- 
stehend im Rahmen der Beschreibung bevorzugter Ausfuhrungen 
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der Erfindung unter Bezugnahme auf die Figuren naher darge- 
stellt. Es zeigen: 

die Figuren la bis lc Schritte der Herstellung eines Ab- 
schirmgehauses mit einem elektrisch leitfahigen 



die Figuren 2a bis 2c Schritte der Bildung eines leitfahi- 
gen Dichtungsprof ils auf einem Gehauseteil gemali 
einer weiteren Ausf uhrungsf orm und 

die Figuren 3a und 3b Querschnittsdarstellungen von Dich- 



Als erstes Ausf tthrungsbeispiel der Erfindung wird mit der 
nachfolgenden Tabelle als Mischung 1 ein elektrisch leitfa- 
higes Dichtungsmaterial angegeben, das ein warmehartendes 
Einkomponentensystem darstellt und nach Aushartung ein Ab- 
15 schirmdichtungsprof il mit einer Shore A-Harte von ca. 50 
ergibt. Dieses nach dem Ausharten elastische, aber relativ 
weiche Material eignet sich fur die Erzeugung von Abschirm- 
profilen an Gehausekanten wiederverschlieftbarer EMI-Gehause 
mit mafligen Fertigungstoleranzen . 

20 Mischung 1 



5 



Dichtungsprof il gemali einer Ausf uhrungsf orm, 



10 



tungsprofien als weitere Ausf uhrungsbeispiele . 



Anteil 
(Masse-%) 



Komponente I: Silicon 



TSE 3220 M der Fa. GE 



13,6 



25 



II: Polydimethylsiloxan mit Methyl 
oder Hydroxylendgruppen 
(dyn. Visk. 20 . . . 500 mPa.s) 



4,5 



III: Siliconharzlosung GE "PSA 529 



8,2 
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IV: Toluol 6,8 

V: Benzin 8,9 
VI: Ag-Pulver 58,0 



5 Als zweites Ausf uhrungsbeispiel wird nachfolgend als Mi- 
schung 2 ein elektrisch leitfahiges Dichtungsmaterial ange- 
geben, das ein raumtemperaturhartendes Zweikomponentensy- 
stem darstellt und nach Aushartung ein Abschirmdichtungs- 
profil mit einer Shore A-Harte von ca. 20 ergibt. Das aus 
10 diesem Material gebildete Abschirmprof il hat einen hohen 
Deformationsgrad, zeigt deutliche Plastizitat und eignet 
sich besonders zum Abdichten von Spalten in EMI-Ab- 
schirmgehausen mit erheblichen Fertigungstoleranzen . 



Mischunq 2 

15 Komponente I/A: Silicon GE "SLE 5300 A" 14,44 

I/B: Silicon GE "SLE 5300 B" 1,44 

II: Polydimethylsiloxan mit Methyl- 

endgruppen (Visk. ca. 50 mPa-s) 5,6 

III: Toluol 5,62 

20 IV: versilbertes Ni-Pulver 72,9 



In den Figuren la bis lc sind Schritte der Herstellung ei- 
nes aus zwei Gehauseteilen 11 und 12 bestehenden Abschirm- 
gehauses 10 mit einem elektrisch leitfahigen Dichtungspro- 
fil 13 skizziert. 
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Auf das mit einer innenseitigen, die Gehauseteilkante be- 
deckenden Metallisierung 11a versehene Gehauseteil 11 wird 
in einem ersten, in Fig. la dargestellten Schritt aus einer 
Auf tragsnadel 14 eine metallisch gefiillte Dichtungsmasse 
5 13/a mit gelartiger Konsistenz (beispielsweise die obige 
Mischung 1 Oder 2) extrudiert. Hierzu wird die Auftragsna- 
del 14 mittels eines (nicht dargestellten) koordinatenge- 
steuerten Handhabungsgerates relativ zum Gehauseteil 11 in 
Richtung senkrecht zur Zeichenebene bewegt. 

10 Wie in Fig, lb zu erkennen ist, wird dadurch ein auf der 
Metallisierungsschicht 11a f esthaf tendes, annahernd U- 
formiges Dichtungsprof il 13/b erzeugt, das nach dem Auftrag 
von der Oberflache her - je nach konkreter Zusammenset zung 
- unter dem Einflufi der Luf t f euchtigkeit und/oder von Warme 

15 (IR-Strahlung) und/oder einer UV- oder Gamma-Bestrahlung 
weitmaschig zu vernetzen begonnen hat. 

Nach vollstandiger Vernetzung zum fertigen Dichtungsprof il 
13 (oder jedenfalls nach Vernetzung einer hinreichend dik- 
ken Oberf lachenschicht ) wird - wie Fig. lc zeigt - senk- 

20 recht von oben das in seiner Kantengestal tung auf die unbe- 
lastete Form des Dichtungsprof ils 13 abgestimmte zweite Ge- 
hauseteil 12 aufgesetzt und (durch hier nicht dargestellte 
Mittel) mit dem ersten Gehauseteil 11 verbunden. Dabei wird 
das Dichtungsprof il 13 auf etwa die Halfte seiner ursprung- 

25 lichen Hohe zusammengedruckt und schmiegt sich aufgrund 
seiner geringen Harte eng und unter Entwicklung relativ ge- 
ringer Ruckstellkraf t an die Metallisierungsschichten 11a 
bzw. 12a der Gehauseteile 11, 12 an, ohne allerdings an 
diesen anzuhaften. Dies gewahrleistet einerseits eine hoch- 

30 wirksame Kantenabdichtung und -abschirmung, auch bei sich 
uber die Gehauselange und u.U. auch wahrend der Gebrauchs- 
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dauer des Gehauses 10 erheblich anderndem Spaltmafi. Ande- 
rerseits lalit sich das GehSuse zu Wartungs- oder Repara- 
turzwecken ohne Zerstorung der Dichtung und Abschirmung 13 
offnen und wieder verschlie/Sen. 

5 In den Figuren 2a bis 2c sind Schritte der Bildung eines 
leitfahigen Dichtungsprof ils 21 auf einem Gehauseteil 20 
mittels eines Eintauchverf ahrens skizziert. 

In einem Behalter 22 befindet sich ein in einem organischen 
Ldsungsmittel 23 stark verdunntes metallgef Qlltes Dich- 
10 tungsmaterial 21/a auf Silicon-Siliconol-Basis . Wie in Fig. 
2a dargestellt, wird der V-fdrmige Kantenbereich des mit 
einer geschlossenen Oberf lachenmetallisierung 20a versehe- 
nen Gehauseteiles 20 in die Losung eingetaucht. 

Nach Herausziehen aus der Losung 23 und Verdunsten des L6- 
15 sungsmittelanteils haftet am Gehauseteil eine Schicht 21/b 
aus dem Dichtungsmaterial, das in dieser Phase gemafi Fig. 
2b eine pastos-gelartige Konsistenz hat und von der Ober- 
flache her durch Vernetzung der vernetzbaren Siliconkompo- 
nente auszuharten beginnt. 

20 Wie anhand von Fig. 2b und 2c leicht einzusehen, kann die 
endgultige Gestalt des Dichtungsprof ils 21 durch Drehung 
des Gehauseteils 20 urn einen vorbestimmten Winkel zu einem 
vorbestimmten Zeitpunkt vor dem Durchharten gesteuert wer- 
den, da sich die Form unter dem EinflufJ der Schwerkraft G 

25 ausbildet. Bei einer Oberf uhrung in die in Fig. 2c gezeigte 
Lage erst nach teilweiser Aushartung des Volumens wird sich 
ein grdlieres Teilvolumen der Dichtungsmasse an der (gemafi 
Fig. 2b unten liegenden) Spitze des "V" angesammelt haben 
als bei einem friihzeitigen Umdrehen des Gehauseteiles 20. 
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Es ist leicht einsehbar, dali ein analoger Effekt auch bei 
anderer Gestalt des Kantenabschnitts auftritt. So wird sich 
in einem U- oder V-formig genuteten Oberf lachenbereich ein 
umso grdfterer Teil des Dichtungsvolumens im Bereich des 
5 Nutbodens bilden, je friiher im Zuge der f ort schreitenden 
Vernetzung des Gehauseteil umgedreht wird. 

Der durch eine Orientierungsanderung der Unterlage relativ 
zur Schwerkraf trichtung erreichbare Effekt kann weiterhin 
nicht nur im Rahmen eines Tauch-Auf tragsverf ahrens ausge- 
10 nutzt werden, sondern in ahnlicher Weise bei einer aufex- 
trudierten oder auf gespruhten Dichtung. 

Durch Drehen des Gehauseteils um einen von 180° verschiede- 
nen Winkel nach dem Herausziehen aus der Losung kann ge- 
zielt ein schief winkliges bzw. lippenf ormiges Profil er- 
15 zeugt werden, bei dem leicht eine Biegeverf ormung moglich 
ist . 

Eine solche Prof ilgestalt , wie sie in Fig. 3a am Quer- 
schnitt eines Abschirmprof ils 31 auf einem ebenen Gehause- 
abschnitt 30 schematisch dargestellt ist, bietet zusatzli- 
20 che Freiheitsgrade bei der Optimierung von Def ormierbarkeit 
und Formbestandigkeit . 

In Fig. 3b ist eine weitere Fortbildung des Er f indungsge- 
dankens skizziert. Auf einem Gehauseabschnitt 40 wird zu- 
nachst ein erstes Teilprofil 41 mit sehr gutem Haftvermo- 
25 gen, geringer Harte und gewisser Plastizitat (bei- 
spielsweise aus einer Siliconmischung ahnlich der oben an- 
gegebenen Mischung 2) erzeugt. Anschlieliend wird aus einem 
mit dem Material des ersten Teilprofils 41 kompatiblen Ma- 
terial (etwa einer Mischung mit geringerem Anteil nicht- 
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vernetzender Siloxane oder ganz ohne solche) ein das erste 
Teilprofil 41 uberdeckendes zweites Teilprofil 42 mit gro- 
Berer Elastizitat und Harte gebildet. 

Beide Profilteile 41, 42 zusammen ergeben eine einerseits 
5 relativ weiche und hochgradig def ormierbare und anderer- 
seits widerstandsf ahige Abschirmdichtung, speziell fur hau- 
fig zu offnende und wieder zu schlieliende Abschirmgehause . 

Die Erfindung beschrankt sich in ihrer Ausfuhrung nicht auf 
die vorstehend angegebenen bevorzugten Ausf tihrungsbeispie- 
10 le. Vielmehr ist eine Vielzahl von Varianten denkbar, wei- 
che von der dargestellten Losung im Rahmen der anhangendn 
Anspruche auch bei anders gearteten Ausfuhrungen Gebrauch 
machen. 
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Anspruche 

1. Leitfahiges Dichtungsmaterial (13/a; 21/a), insbeson- 
dere zur An-Ort-und-Stelle-Formung eines Dichtungsprof ils 
(13; 21; 31; 41, 42), mit einem vernetzbaren Silicon und 
einem metallischen und/oder einem anorganischen Fullstoff, 

5 gekennzeichnet durch einen Anteil von mehr als 1 Masse-% 
langkettigem, nicht oder schwach vernetzendem Siloxan. 

2. Dichtungsmaterial nach Anspruch U, gekennzeichnet 
durch einen Anteil des nicht oder schwach vernetzenden Si- 
loxans von mehr als 3 Masse-%. 

10 3. Dichtungsmaterial nach Anspruch 1 oder 2, gekenn- 
zeichnet durch einen Anteil von mehr als 3 Masse-% eines 
organischen Losungsmittels . 

4. Dichtungsmaterial nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, gekennzeichnet durch einen Anteil von mehr als 3 

15 Masse-% einer Losung eines vernetzbaren Siliconharzes . 

5. Dichtungsmaterial nach Anspruch 1, 3 oder 4, dadurch 
gekennzeichnet, dali der Anteil des nicht oder schwach ver- 
netzenden Siloxans und/oder des organischen Losungsmittels 
den Anteil des vernetzbaren Silicons Ubersteigt und das 

20 Dichtungsmaterial flussig ist. 
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6. Dichtungsmaterial nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, gekennzeichnet durch einen Anteil von mehr als 25, 
bevorzugt von mehr als 50, Masse-% eines elektrisch hoch 
leitfahigen pulvrigen rnetallischen Fullstoffs, insbesondere 

5 aus Silber oder versilbertem Kupfer oder Nickel. 

7. Dichtungsprofil (13; 21; 31; 41, 42), das freitragend 
durch Aufbringen eines Dichtungsmaterials nach einem der 
Anspruche 1 bis 6 auf eine zu dichtende Flache und an- 
schlieliendes Ausharten gebildet ist, gekennzeichnet durch 

10 eine Shore A-Harte von gleich oder weniger als 90. 

8. Dichtungsprofil nach Anspruch 7, gekennzeichnet durch 
eine Shore A-Harte von weniger als 50. 

9. Dichtungsprofil (13; 21; 31; 41, 42), das freitragend 
durch Aufbringen eines Dichtungsmaterials nach einem der 

15 Anspruche 1 bis 6 auf eine zu dichtende Flache und an- 
schlieliendes Ausharten gebildet ist, gekennzeichnet durch 
einen Def ormationsgrad von uber 30%, bezogen auf die Hohe 
eines unbelasteten U-formigen Dichtungsprof ils aus Vollma- 
terial . 

20 10. Dichtungsprofil nach Anspruch 9, gekennzeichnet durch 
einen Def ormationsgrad von uber 50%. 

11. Dichtungsprofil nach einem der Anspruche 7 bis 10, 
dadurch gekennz©ichnet , dafl es durch Extrudieren ohne zu- 
satzlichen Formgeber hergestellt ist. 
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12. Dichtungsprof il nach einem der Anspriiche 7 bis 10, 
d&durch g<ak<anns©ichsi©fc , daft es durch Tauchen der zu dich- 
tenden Flache in fltissiges Dichtungsmaterial (23, 21/a) und 
anschlieflendes f ormpragendes Ausharten in vorbestimmter 
5 Orientierung zur Schwerkraft (G) hergestellt ist. 



13. Dichtungsprof il nach einem der Anspriiche 7 bis 12, 
gekennzeichnet durch eine bezuglich der Normalen auf die 
Unterlage (30) am Ort des Anhaftens an dieser unsymmetri- 
sche Querschnittsf orm, insbesondere Lippenform (31) . 



10 14. Dichtungsprof il nach einem der Anspriiche 7 bis 13, 
gekennzoichnot durch die Ausbildung aus einem erst en leit- 
fahigen Profilteil (41) mit geringerer Shore A-Harte und 
hoherer Def ormierbarkeit und einem zweiten, mit dem ersten 
festhaftend verbundenen leitfahigen Profilteil (42) mit 

15 grofterer Shore A-Harte und geringerer Def ormierbarkeit . 
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